LABORATORIUM FIZYKA
Badanie tranzystora bipolarnego.

1. Cel éwiczenia

Celem ¢wiczenia jest pokazanie podstaw dziatania uktadéw tranzystorow NPN | PNP

2, Troche teorii
Charakterystyka statyczna jest to graficzne przedstawienie zwigzku jednej wielkoSci zaleznej i dwu niezaleznych,
przy czym jedna z wielkosci niezaleznych traktowana jest jako parametr. Na podstawie rownan mieszanych mozna
okresli¢ rodzine czterech charakterystyk statycznych:
- charakterystyki wejsciowe U1 =f(I1) przy U2=const,
- charakterystyki zwrotne U1 =f(U2) przy 11=const,
- charakterystyki przejsciowe 12 =f(I1) przy U2=const,
- charakterystyki wyjsciowe 12 =f(U2) przy [1=const.
Dla kazdej z trzech konfiguracji pracy tranzystora wielko$ci 1, 12, U1, U2 oznaczajg zupetnie rozne prady i rozne
napiecia (na przyktad 11 jest pradem emitera w konfiguracji WB, a w konfiguracji WE jest pradem bazy). Mozna
zatem stwierdzi¢, ze kazda konfiguracja pracy tranzystora posiada swoja rodzine charakterystyk statycznych.
Ponizej omowione zostang jedynie charakterystyki statyczne dla konfiguracji WE. Dla tej konfiguracji zgodnie z rys.
1 mamy:
11=IB,
U1=UBE,
12=IC,
U2=UCE.
Interesujg nas zatem rodziny charakterystyk:
- charakterystyka wej$ciowa UBE=f(IB) przy UCB=const,
- charakterystyka zwrotna UBE =f(UCE) przy IB=const,
- charakterystyka przejciowa |IC =f(IB) przy UCE=const,
- charakterystyka wyjsciowa IC =f(UCE) przy IB=const.
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Wykonanie éwiczenia

Podstawowe charakterystyki tranzystora bipolarnego.
Potaczy¢ obwdd wg schematu:
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Wypetni¢ tabele pomiarowe z protokotu dla tranzystora NPN i PNP oraz

dokonac opracowania wynikow.

2.

Opracowanie wynikow.

Na podstawie wykonanych pomiaréw wykresli¢ charakterystyki:
-Ic=f(Uce) (na tym samym wykresie dla wszystkich Ig),
-Is=f(Uge), (na tym samym wykresie dla wszystkich Uge),
-Ig=f(I.) (na tym samym wykresie dla wszystkich Ucg),
-Uge=f(Uce) (na tym samym wykresie dla wszystkich Ig).

Na charakterystyce Ic=f(Uce) zaznaczy¢ obszary charakterystyczne (zakres
aktywny i zakres nasycenia), oszacowa¢ ,napiecie kolektor-emiter
nasycenia” Ucesat.
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Pomiar charakterystyk Tranzystora NPN
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Opracowac:

Na podstawie wykonanych pomiaréw wykresli¢ charakterystyki:
-Ic=f(Uce) (na tym samym wykresie dla wszystkich Ig),
-Ig=f(Uge), (na tym samym wykresie dla wszystkich Ugg),
-Ig=f(I.) (na tym samym wykresie dla wszystkich Ucg),
-Uge=f(Uce) (na tym samym wykresie dla wszystkich Ig).

Na charakterystyce Ic=f(Uce) zaznaczy¢ obszary charakterystyczne (zakres
aktywny i zakres nasycenia), oszacowac ,napiecie kolektor-emiter nasycenia”
UCEsat.




